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ARAHAN KEPADA CALON:

Sila pasttkan bahawa kertas peperlksaan t:el mengandungt 4 muka surat

bercetak dan ENAM (61 soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnl'

Jawab LIMA (5) soalan.

Semua soalan membawa markah yang sama.

Agthan markah bagl settap soalan dlbertkan dt sut sebelah kanan sebagat

peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan

berkenaan

Buat andaian bagt data tambahan, Jtkalau perlu, dan nyatakan andalan kamu

dengan Jelas.

Lukis raJah-raJah yang boleh memberlkan gambaran dengan baik.

Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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Apakah kebatkan-kebalkan lltar-lttar hlbrld dibandtngkan

dengan litar-lttar bersepadu monollt (monolithlc Intergerated

clrcults)

(S0/ol

Luktskan gambaraJah lttar suatu penguat translstor, menggunakan

susunan pembahagl upaya (potentlal dtvlder arrangement) dan

pemuat-pemuat gandlngan (coupltng capacltors). Andatkan

ntlal-nllat yang sesual untuk komponen=komponen. Kemudlan

menggunakan nllal-ntlal yang sesual untuk rlntangan keplng (sheet

reslstance) dan pemalar dtelektrlk' rekabentukkan

komponen-komponen. Akhlrnya, lakarkan berbagat topeng dan

bentangan litar penuh penguat-penguat filem-tebal. Tandakan

semua dlmenst-dtmensl Pentlng.

(7U/o)

Ftlem-ftlem yang diendapkan secara terma (thermally depostted

films) adalah dttumbuhkan dl dalam vakum. Mengapa dl dalam

vakum?

(3Oo/o)

Huratkan keperluan-keperluan punca penyeJatan haba rlntangan

(reslstance heated evaporatlon source). Apakah ttu kttar alr/ (water

cycle)?.

(3Oo/o)

(c) Tullskan nota mengenat ftlem-fllem Nlchrome yang dlsedlakan

oleh seJatan terma.

(4@/ol

-2-

(a)I.

(b)

(a)2.

(b)
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3. (a) Huratkan radas yang digunakan untuk pemercltan AT (DC

sputtertn$ bagi ftlem-filem tantalum. Terangkan fungst-fungst
berbagal bahaglan dengan terperlncl.

(3Oolo)

(b) Terangkan dengan sepenuhnya kelakuan nyahcas gas (gas

dlscharge) di bawah plncangan AT. Dengan ltu, terangkan
bagaimana untuk memtlih parameter-parameter pemercitan.

(5Oolo)

(c) Apakah pemercitan reaktil? Bilakah anda menggunakannya?

(2Oo/o)

4. (a) Bermula darl medan upaya satu atom tunggal, terbltkan model

upaya berkala Krontg-Penney suatu hablur llnear. Terangkan
tatatanda yang dtgunakan. Jangan selesalkan persamaan
kebezaan tersebut.

(5Oo/ol

(b) Lukts gambaraJah-gambaraJah yang menunjukkan pergantungan
E-K untuk model Kronig-Penney. Takrilkan zon Brillouln.

(2Oo/ol

(c) Dengan menggunakan garts-garis lengkung E-K, terangkan pengallr,

separuh pengallr, sepamh logam dan penebat.

(3Oo/ol

-3-
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5. (a) Apablla foton-foton cahaya dan suatu semlkonduktor

saling berttndak, huratkan apa yang berlaku. Talrrtfkan

pekali serapan (absorptlon coefftctent) untuk foton-foton.

l3@/o)

(b) Huraikan satu sel fotoberaliran (photoconductive) untuk mengukur

keamatan cahaya. Terbltkan kaitan matematlk yang perlu'

(4U/o)

(c) Huratkan kesan fotovolta (photovoltaic effect) dan pemblnaan satu

sel suria tlpikal. Jangan terbltkan matematik.

(3Oo/o)

6. Jawab mana-mana dua dari berikut:-

(a) Tuliskan satu nota mengenai "pemercltan Frekuenst Tinggl"

(5O7o)

(b) Terangkan "Kesan Gunn"

(5Oo/o)

(c) Fluraikan'TeknologtCagakpermukaan"
(Surface Mount Technolog$) secara ringkas.

-4-

(50/o)

- oooOooo -
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